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グラフェンはその優れた特性から様々な分野への応用が期待されている。我々は、ナノダ

イヤモンドを用いた析出法により絶縁基板上への多層グラフェンの直接成長に成功している

[1]。析出法では、絶縁基板上に触媒金属と炭素原料を堆積させ加熱することによりグラフェ

ンが得られるので、簡便に大面積グラフェンの生成が可能となる。析出法におけるグラフェ

ン成長のメカニズムを解明するため、大型放射光施設 SPring-8 の高輝度 X 線を用いてその場

観察をおこなってきた[2]。本実験では、特に金属触媒層の膜厚がグラフェン成長に与える影

響を調べたので報告する。 

有機洗浄した c 面サファイア基板上に MBE を用いて Ni 触媒薄膜を成膜させ、その上にナ

ノダイヤモンドを塗布することで析出成長用サンプルを作製した。サンプルの加熱は超高真

空下で図 1 (a)に示すような温度シーケンスでおこなった。 

図 1 (b)にグラフェン成長中のグラファイト(002)回折ピーク強度の時間依存性を示す。加熱

によりグラフェンの回折ピーク強度が増加することがわかる。これは、加熱中にグラフェン

が析出成長している様子を示す。また、成長温度の変化によりグラフェン回折ピーク強度の

増加率が変化した。温度一定の間は増加率が一定であることからグラフェンの成長速度は温

度依存性を持つことが分かる。図 1 (c)は温度保持中の回折ピークの増加率をアレニウスプロ

ットした図であり、傾きから活性化エネルギー1.9 eV にてグラフェンの成長が進行したこと

がわかる。Ni 触媒層の膜厚を 100nm から 50nm へと変化させることにより、グラフェンの成

長量が 2 倍となった。これらのことは、グラフェンの成長は Ni 触媒中を拡散する炭素の拡散

によって律速されていることを示唆する。 
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図 1 (a)加熱温度シーケンス (b)回折ピーク強度変化 (c)ピーク強度増加率アレニウスプロット 
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